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1. はじめに 

微細な半導体デバイス中の不純物分布の測

定 に は 、 Scanning Spreading Resistance 

Microscopy (SSRM) が、用いられている[1]。

SSRM の測定結果を用いて、微細構造のプロセ

ス／デバイス・シミュレーションが行われてい

る[2]。分解能は 1nm 程度なので、微細デバイ

スにおける不純物揺らぎの解析にも有効と考

えている。本報告では、SSRM の３次元デバイ

ス・シミュレーションを行い、不純物揺らぎを

測定する際の精度に関する検討結果を示す。 

2. 計算方法 

Scanning Capacitance Microscopy 測定におけ

るプローブ／半導体基板の３次元シミュレー

ション[3]に、不純物揺らぎとコンタクト抵抗

の計算技術[4]を適用した。すなわち、10nm2

範囲で 1020cm-3 の不純物を乱数で揺らがせ、

1nm2のショットキー電極で 100か所計算した。 

3. 計算結果 

オーミック接合のプローブ／半導体界面で

は、ドナー原子の分布は見られない(図１)。一

方、界面にショットキー・バリアがあると、ド

ナー原子の分布を反映したコンダクタンス分

布が得られる(図２)。また、解像度は、ショッ

トキー・バリアが大きいほど向上する。これは、

空乏層が広がるほど、深い位置の不純物原子の

情報を反映するためである。なお、領域端では

空乏層が制限され、コンダクタンスが減少する。 

4. 結論 

SSRM 測定によって不純物揺らぎを解析す

る場合、プローブと試料のショットキー・バリ

アを利用すると解像度の向上が期待できる。 

 

図１ ドナー濃度とオーミック SSRM 

図２ ドナー濃度とショットキーSSRM 
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